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１．概要（Summary）： 

IGZO系酸化物半導体のイオン注入についての研究

を行うため、SiO2付き Si基板上に Al2O3/IGZO/Al2O3

のサンドイッチ構造を形成しその評価を行った。本サ

ンドイッチ構造について、酸素欠損評価及びギャップ

内準位評価を念頭に置き、Al2O3で挟まれた IGZO 薄

膜のエリプソメトリによる光学的測定評価が可能か

否かを調べる。 

２．実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

原子層堆積（ALD）装置 SUNALETM R-100B、 

ダイシングソー DAD322 

【実験方法】 

300nm の熱酸化膜付き 3 インチシリコンウェハー

上に下地層としてAl2O3膜を原子層堆積装置によって

10nm程度 ALD成膜する。その後、RFスパッタ装置

において室温で酸化物半導体 IGZO を 40nm 堆積し、

さらに保護層として再びAl2O3を原子層堆積装置内に

て 10nm程度 ALD 成膜し、サンドイッチ構造を作製

した。Al2O3 の原子層堆積には、有機金属原料として

トリメチルアルミニウムを用い、酸化剤としては水を

用いた。下地層、保護層ともに成膜温度は 300℃であ

る。エリプソエータなどの評価を行うため、ダイシン

グソーで 3インチウェハーを 4分割した。分割に当た

り、サンドイッチ構造を作製した表面にフォトレジス

トを塗布して保護膜とし、分割後に有機溶剤にてレジ

ストを除去した。エリプソメトリによる光学特性評価

には、J.A.WoollamのM-2000を用い、解析にはロー

レンツモデルを用いた。 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

300nm の熱酸化膜付き 3 インチシリコンウェハー

上に下地層のAl2O3膜を原子層堆積した試料の模式図

とエリプソメータの測定結果を図１、２に示す。 

Si、SiO2、Al2O3 は既知の屈折率値を用い、熱酸化膜

の膜厚は 300nm として固定してフィッティングを行

った。図のように実験値とシミュレーション値は比較

的良く一致した。更に図１(b)で示したサンドイッチ構

造についてもエリプソメータ測定を行った。上部の

Al2O3 保護層を下地層と同一パラメータに固定して解

析を行ったところ、得られた IGZO の n、k 値は、Si

基板上に直接 IGZOを堆積して測定した結果とほぼ同

様の結果が得られた。 

４．その他・特記事項（Others）：なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

なし 

６．関連特許（Patent）：なし 

 

図２． Si 基板上に下地 Al2O3 を堆積した構造のエリプソ

メータ測定結果 

 

(a)                   (b)  

図１．(a) SiO2/Si 基板上に下地 Al2O3を堆積した構造の模

式図と(b) Al2O3/IGZO/ Al2O3のサンドイッチ構造の模式図 
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